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１．概要（Summary） 

原料に N,N',N''-トリメチルボラジン（以下、TMB）を用

いて、プラズマCVD装置で成膜することで、BCN膜が成

膜できる。本実験では、成膜時のキャリアガスに水素を用

いることによる、膜中の B,C,N 組成比への影響を確認し

た。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

液体ソースプラズマ CVD 装置（PD-10C1） 
卓上型ランプ加熱装置 （MILA-5000） 

 
【実験方法】 

プラズマ CVD 装置に水素ガス導入ラインを増設し、 
キャリアガスとして利用ができるよう対応した。TMB は

液体であるため、原料保管容器を減圧し気化させることで

チャンバーへ供給した。基板は Si ウェハを用いた。また、

成膜後に Ar 雰囲気、800℃でポストベーク処理を行った。

その他成膜条件は Table 1 に示す。 
 

Table 1 

RF
Power

Ar
流量

H2

流量
TMB
流量

ヒーター
温度

W sccm sccm sccm ℃
1 300 100 0 3 400
2 300 80 20 3 400
3 300 25 75 3 400

No

 
 
 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
EDS測定を行い、ホウ素・炭素・窒素の比率を測定した。

測定結果を Table 2 に示す。 
 
Table 2 

B C N
1 52.7 20.8 26.4
2 53.3 19.7 26.8
3 51.9 20.3 27.0

No
質量％ 

 

 
成膜時に水素ガスを利用することで炭素量の低減

に効果があることを期待したが、水素未使用・水素低

濃度・水素高濃度の 3 条件において、B,C,N の組成比

に大きな変化は見られなかった。 
 今後は他のキャリアガスを用いて膜物性の評価を

進める。そして、BCN 膜の材料としてのポテンシャ

ルを見極める。 
  

４．その他・特記事項（Others） 
本研究は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

事業（北海道大学微細加工 PF）の方々に多大なご協力

を賜り、実施させて頂きました。ここに厚く御礼申し上げま

す。 
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